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•^J (57) Abstract: The invention relates to a reflection material measure and to a method for producing a reflection material measure. 

The reflection material measure consists of first and second partial regions having different optical reflection properties that extend 
O in a first direction on a silicon substrate. The less reflective first partial regions are comprised of a plurality of inclined surfaces 

which are arranged in such a manner that no retroreflection of incident light beams results. The inclined surfaces are configured 
£5 approximately as a plurality of adjacent V-channels, which are arranged in a second direction that is preferably perpendicular to the 
— ^ first direction. Alternatively, it is possible to configure a deeply etched pyramid structure in the first partial regions. 

O (57) Zusammenfassung: Es wird eine Reflexions-Massverkorperung sowie ein Verfahren zur Herstellung einer Reflexions-Mass- 

Overkorperung angegeben. Diese besteht aus ersten und zweiten Teflbereichen mit unterschiedlichen optischen Reflexionseigenschaf- 
ten, die sich in einer ersten Richtung auf einem 
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Siliaum-Substral erstrecken. Die granger reflektierenden ersten Teflbereiche bestehen aus mebxeren schragen Flachen, die derart 
angeordnet sind, dass keine Retroreflexion von darauf einfallenden Lichtstrahlen resuMert Die schragen Flachen sindetwaals 



